
Ta下地層の結晶性とスピン軌道トルク特性にはどのような関係があるのか40

スピン軌道トルクの研究は従来のスピントランスファートルクによる磁化反転機構に代替する手法として
着目されている。本研究では、Ta/CoFeB/MgO垂直磁化膜において、単結晶とアモルファスの異なる結晶
性のTa下地層を有するサンプルを作成し、スピン軌道トルクの起源となる電流誘起有効磁場の値を見積

もった。その結果、生じる有効磁場の磁場の方向に応じて以下の図２，３に示すような違いが見られ、生じ
る有効磁場の大きさが下地層の結晶性によって異なる振舞いを示すことが明らかとなった。

東北大学 工学研究科 新田研究室

単結晶Taを下地層としたTa/CoFeB/MgOヘテロ構造におけるスピン軌道トルク
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図１:異常ホール抵抗の第二高調波成分
に着目した測定の概念図

図２:電圧印加方向と並行方向に生じる
有効磁場の大きさ。下地層が単結晶の
場合の方がその大きさは小さくなる。

図３:電圧印加方向と垂直方向に生じる
有効磁場の大きさ。下地層の結晶性に
有効磁場の大きさは依存しない。


